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[はじめに]既に実用化されている赤外領域の GaAs 系 VCSEL では選択酸化法により電流狭窄をす

ると同時に非酸化部分と酸化部分の屈折率差により横方向の光閉じ込めを実現している。さらに, 

少なくとも下部 n 型導電性 DBR による縦型電流注入構造である。これらは GaAs 系 VCSEL では

一般的であり、数 10mW 以上の出力が報告されている[1]。近年、GaN 系 VCSEL においても横方

向光閉じ込め構造によって大幅な特性改善が報告されている[2]。今回、我々は埋め込み SiO2光閉

じ込め構造と n 型伝導 AlInN/GaN DBR の双方を有する GaN 系 VCSEL を作製し、評価した。 

[実験方法・結果] 図 1 に作製した VCSEL 構造概略図と埋め込み SiO2部の表面プロファイルを示

す。p-GaN 最表面を 10nm ドライエッチングして 8µm 径の円形メサを形成、そのエッチング領域

を 10nm SiO2で埋め込むことで、表面段差のない平坦な光閉じ込め構造を形成した。図 2 は埋め

込み SiO2厚と存在可能なモードの関係を表す計算結果と、上記作製した VCSEL 発振時の NFP 像

である。計算の予測通り LP5,1 高次モードが観測された。最後に、この埋め込み SiO2 光閉じ込め

構造を有し、さらに下部 DBR が undoped DBR、あるいは n 型導電性 DBR である VCSEL を同時

に作製した。I-V-L 特性を図 3 に示す。n 型導電性 DBR により、微分抵抗が 101Ωから 76Ωまで

低下した。一方で、しきい値電流が上昇し、最大光出力は undoped DBR に比べ、約 60％に留まっ

た。n 型導電性 DBR による素子特性への影響として、活性層の品質低下などの可能性が懸念され

る。 
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